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T2-FFse 
200A/1200V 

采用沟槽栅/场终止型 IGBT，超快恢复二极管。 
Discrete with trench / field stop IGBT,ultra fast recovery diode. 

 
 

  

特征/Features 典型应用/Typical Applications 
 低开关损耗 / Low Switching Losses  电机传动 / Motor Drives 

 沟槽栅/场终止工艺 / Trench+ Field Stop Technology  UPS 系统 /UPS Systems 

 低饱和压降/ Low VCE sat  

  

最大额定值/Maximum Rated Values 初步数据/Preliminary Data 

IGBT-逆变器/IGBT-Inverter  

参数 
Parameter 

测试条件 
Test Conditions 

符号 
Symbol 

数值 
Value 

单位 
Unit 

集电极-发射极电压 
Collector-emitter voltage Tvj=25℃ VCES 1200 V 

连续集电极直流电流 
Continuous DC collector current TC=100℃，Tvj max=175℃ IC 200 A 

集电极重复峰值电流 
Repetitive peak collector current Tp=1ms ICRM 400 A 

总功率损耗 
Total power dissipation TC=25℃，Tvj max=175℃ Ptot 1660 W 

栅极-发射极峰值电压 
Gate-emitter peak voltage  VGES ±20 V 

二极管-逆变器/Diode-Inverter 

反向重复峰值电压 
Repetitive peak reverse voltage Tvj=25℃ VRRM 1200 V 

连续正向直流电流 
Continuous DC forward current  IF 200 A 

正向重复峰值电流 
Repetitive peak forward current Tp=1ms IFRM 400 A 

I2t-值 
I2t-value VR=0V，TP=10ms，Tvj=125℃ I2t 8500 A2s 
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特征值/Characteristic Values 初步数据/Preliminary Data 

IGBT-逆变器/IGBT-Inverter  

参数 
Parameter 

测试条件 
Test Conditions 

符号 
Symbol Min. Typ. Max. Unit 

集电极-发射极饱和电压 
Collector-emitter saturation voltage IC=200A，VGE=15V 

Tvj=25℃ 

Tvj=125℃ 

Tvj=150℃ 
VCE sat  

2.00 
2.20 
2.25 

 V 

栅极阈值电压 
Gate threshold voltage IC=7.6mA，VCE=VGE Tvj=25℃ VGEth 5.0  7.0 V 

栅极-发射极漏电流 
Gate-emitter leakage current VGE=20V，VCE=0V Tvj=25℃ IGES -600  600 nA 

集电极-发射极截止电流 
Collector-emitter leakage current VCE=1200V，VGE=0V Tvj=25℃ ICES   1 mA 

内部栅极电阻 
Internal gate resistor  Tvj=25℃ RGint  2.75  Ω 

栅极电荷 
Gate charge VGE=-15V ... +15V QG  2.1  μC 

输入电容 
Input capacitance 

f=1 MHz，VCE=25V，
VGE=0V Tvj=25℃ 

Cies  14.8  nF 

输出电容 
Output capacitance Coes  1.1  nF 

反向传输电容 
Reverse transfer capacitance Cres  0.56  nF 

开通延迟时间 
Turn-on delay time 

IC=200A，VCE=600V 
 
VGE=±15V 
 
RGon=4.7Ω，RGoff=4.7Ω 
 
电感负载（Inductive load） 

Tvj=25℃ 
Tvj=125℃ 
Tvj=150℃ 

Td on  
104 
116 
117 

 ns 

关断延迟时间 
Turn-off delay time 

Tvj=25℃ 
Tvj=125℃ 
Tvj=150℃ 

Td off  
532 
555 
557 

 ns 

上升时间 
Rise time 

Tvj=25℃ 
Tvj=125℃ 
Tvj=150℃ 

Tr  
58 
67 
69 

 ns 

下降时间 
Fall time 

Tvj=25℃ 
Tvj=125℃ 
Tvj=150℃ 

Tf  
29 
39 
41 

 ns 

开通损耗（每脉冲） 
Turn-on energy loss per pulse 

Tvj=25℃ 
Tvj=125℃ 
Tvj=150℃ 

Eon  
16.5 
18.6 
18.8 

 mJ 

关断损耗（每脉冲） 
Turn-off energy loss per pulse 

Tvj=25℃ 
Tvj=125℃ 
Tvj=150℃ 

Eoff  
9.0 
11.5 
11.8 

 mJ 

短路数据 
Short circuit data 

VGE≤15V，VCC=800V 
VCEmax=VCES-LsCE·di/dt 

TP≤10μs 
Tvj=150℃ 

ISC  900  A 

结-外壳热阻 
Thermal resistance，junction to case 每个 IGBT/Per IGBT RthJC   0.09 K/W 
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200A/1200V 

在开关状态下温度 
Temperature under switching conditions  Tvj op -40  150 ℃ 

二极管-逆变器/Diode-Inverter  

参数 
Parameter 

测试条件 
Test Conditions 

符号 
Symbol Min. Typ. Max. Unit 

正向电压 
Forward voltage IF=200A，VGE=0V 

Tvj=25℃ 

Tvj=125℃ 

Tvj=150℃ 
VF  

1.95 
1.80 
1.80 

 V 

反向恢复峰值电流 
Peak reverse recovery current 

IF=200A，VR=600V 
VGE=-15V 

Tvj=25℃ 

Tvj=125℃ 

Tvj=150℃ 

IRM  
150 
224 
232 

 A 

恢复电荷 
Recovered charge 

Tvj=25℃ 

Tvj=125℃ 

Tvj=150℃ 

Qr  
12.0 
31.5 
33.0 

 μC 

反向恢复损耗（每脉冲） 
Reverse recovery energy 

Tvj=25℃ 

Tvj=125℃ 

Tvj=150℃ 

Erec  
4.4 

12.2 
14.0 

 mJ 

结-外壳热阻 
Thermal resistance，junction to case 每个二极管/Per diode RthJC   0.18 K/W 

在开关状态下温度 
Temperature under switching conditions  Tvj op -40  150 ℃ 

模块/Module 初步数据/Preliminary Data 
绝缘测试电压 
Isolation test voltage RMS，f=50Hz，t=1min VISOL 4.0 kV 

模块基板材料 
Material of module baseplate   Cu  

内部绝缘 
Internal isolation   Al2O3  

爬电距离 
Creepage distance 端子-端子/Terminal to terminal  23.0 mm 

电气间隙 
Clearance 端子-端子/Terminal to terminal  11.0 mm 

   min. typ. max.  

杂散电感，模块 
Stray inductance module  LsCE  20  nH 

模块引线电阻，端子-芯片 
Module lead resistance，terminals-chip TC=25℃，每个开关/Per switch RCC'+EE'  0.7  mΩ 

储存温度 
Storage temperature  Tstg -40  125 ℃ 

模块安装的安装扭矩 
Mounting torque for module mounting 

 M 3.00  6.00 Nm 

重量 
Weight  G  340  g 
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 初步数据/Preliminary Data 
输出特性 IGBT-逆变器（典型） 
Output characteristic IGBT-Inverter（Typical） 

输出特性 IGBT-逆变器（典型） 
Output characteristic IGBT-Inverter（Typical） 

IC=f（VCE） 
VGE=15V 

IC=f（VCE） 
Tvj=125℃ 

  

传输特性 IGBT-逆变器（典型） 
Transfer characteristic IGBT-Inverter（Typical） 

正向偏压特性二极管-逆变器（典型） 
Forward characteristic of Diode-Inverter（Typical） 

IC=f（VGE） 
VCE=20V 

IF=f（VF） 
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开关损耗 IGBT-逆变器（典型） 
Switching losses IGBT-Inverter（Typical） 

开关损耗 IGBT-逆变器（典型） 
Switching losses IGBT-Inverter（Typical） 

Eon=f（IC），Eoff=f（IC） 
VCE=600V， RGon=4.7Ω，RGoff=4.7Ω，VGE=±15V 

Eon=f（RG），Eoff=f（RG） 
VCE=600V， IC=200A ，VGE=±15V 

  

开关损耗二极管-逆变器（典型） 
Switching losses Diode-Inverter（Typical） 

开关损耗二极管-逆变器（典型） 
Switching losses Diode-Inverter（Typical） 

Erec=f（IF） 
VCE=600V，RGon=4.7Ω 

Erec=f（RG） 
VCE=600V，IF=200A 
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接线图/Circuit diagram 初步数据/Preliminary Data 

 

封装尺寸/Package outlines 
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 重要提示： 
 产品规格书包含了产品的基本参数和适用范围。 
 您和您的技术人员应当充分评估本产品及产品数据是否满足预期应用需求。 
 本文档所提供的任何信息不应当被视为针对任何条件或者品质而做出的保证。 
 我们的产品禁止用于危害健康和国家利益的非法犯罪活动。 
 如果您对我们的产品有任何疑问或定制化需求请联系我们的销售部门 
 Tel：+86-0535-6936509         E-mail：market@yttaixin.com 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Important Note: 
 The product specification contains the basic parameters and scope of application of the product. 
 You and your technicians should fully evaluate whether this product and product data meet the intended 
 application requirements. 
 Any information provided in this document should not be regarded as a guarantee of any condition or quality. 
 Our products are prohibited from being used in illegal and criminal activities that endanger health and national 
 interests. 
 If you have any questions about our products or customization needs, please contact our sales department. 
 Tel：+86-0535-6936509         E-mail：market@yttaixin.com 
 


